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| APERCEPTION NUMERIQUE
Projet ciblé RESISTE

Le projet RESISTE vise a développer une filiere
nationale spécifique aux capteurs micro-élec-
tromécaniques MEMS destinés a fonctionner en

Développer des capteurs avec des environnement sévére ou régnent par exemple
mateéeriaux permettant d'opérer de hautes températures, des atmosphéres

corrosives, des radiations, des forces ou des

danS deS environnements seéveres accélérations tres élevées. Dans ces situations, les

. lusi : d capteurs MEMS traditionnels a base de silicium ne
(temperatures > plusieurs centaines de sont plus adaptés, ce qui nécessite une nouvelle

C°, atmospheres corrosives, radiations, approche. Des matériaux comme le diamant et le

accélérations tres élevées) carbure de siIiFjurn en .couche”mince ou subs.:trat,
ont des propriétés critiques liées aux contraintes

des environnement séveres qui surpassent celles
du silicium. lls sont au coeur du projet RESISTE qui

Créer une filiere technoloaiaue spé- relevera les défis rencontrés dans le développe-
99 P ment des nouvelles filieres technologiques asso-

Ciﬁque de M EMS pour applications ciées a trois domaines d’application : 'anémométrie

extremes. destinés aux secteurs d'écoulements extrémes, la mesure d'hyper-accélé-
! rations et la détection de composés chimiques en

hautement stratégiques milieu radioactif

IEMN L 'anémometrie d’écoulements extrémes
ESYCOM La mesure d’hyper accelérations

CRHEA , . , - .
GREMAN La detection de composeés en milieu radiatif

WP5 — Instrumentation avancée e - WP4-Capteurs chimiques

Détection chimique en environnements
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